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Este invento s e refiere a la j&bricación de 
rectificadores eléctricos secos o fotoc'elulosa#del tipo 
de selenio y más particularmente a la operación en tal 
fabricación de cubrir una placa base con una placa de 

5 selenio.

En la fabricación de ta3es rectificadores 
es necesario colocar una capa fina de selenio sobre la 
placa base generalmente de hierro o acero blando, prefe-
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$77008
riblemente niquelada habiéndose hecho adecuadamente ás­
pera la superficie de la placa para permitir una adheren­
cia intima delaslenio a la placa base.

Un método conocido de poner una capa dé se- 
lenio sobre una placa base es aplicar selenio en forma 
de polvo a una placa base calentada al punto de fusión 
del selenio y esparcir el selenio fundido resultante por 
igual sobre 3a placa base. Subsiguientemente se aplica 
el calor y presión para conseguir una firme adhesión del 
selenio.

Otro método conocido es distribuir selenio 
en polvo tan uniformemente como sea posible sobre una 
placá base fría y después hacer que el selenio se adhiera 
por medio de presión mientras se aplica calor reblande­
ciendo el selenio.

De acuerdo con el presente invento, se es­
parce por igual selenio en polvo sobre la placa base, se 
calienta, después el selenio dentro del margen, dentro 
del cual elaelenio se reblandece a unac onsistencia ade­
cuada para ser prensado, (por ejemplo 1302 a 1402C), des­
pués de lo cual, el disco recubierto es transferido a una 
prensa relativamente fría, que está bien por debajo del 
margen de temperatura a la que se ha calentado el selenio 
y se aplica presión para hacer que el selenio se adhiera 
íntimamente a la placa base y para formar una capa de se­
lenio sólido de espesor uniforme.

El tiempo requerido para el procedimiento de 
acuerdo con el invento e s solamente una fracción de un mi-



40

45

50

55

60

$77008 3.

ñuto en comparación con dos o tres minutos necesarios 
en el procedimiento más rápido anteriormente conocido.
En el último es necesario calentar la prensa y después 
esperar a que la prensa se enfrie, mientras que colocan­
do un disco cubierto conselenio ya reblandecido en una 
prensa relativamente ±ía es solamente necesario aplicar 
la presión momentáneamente para causar una buena adhe­
rencia del selenio.

El invento quedará cláramente entendido 
por la siguiente descripción de una forma del mismo que 
se muestra en los adjuntos dibujos, en los cuales:

La Fig. 1 muestra el calentamiento d el s e- 
lenio por medio de la técnica de alta frecuencia, mien­
tras que,

la Fig. 2 muestra la matriz usada para apli­
car la presión a la capa de selenio reblandecido.

Haciendo primero referencia a la Fig. 1, 
una cantidad medida de polvo de selenio 2, se deposita 
uniformemente en la placa base 1. la capa recubierta se 
coloca entonces sobre una placa aislante del calor y ais­
lante eléctrica 3, de amianto, cemento de amianto ú otro 
material adecuado. Se coloca entonces una bobina de cal­
deo de alta frecuencia 4, sobre el disco. La bobina será 
de acuerdo con la práctica normal un tubo de Qobre en es­
piral refrigerado por agua, de algunas vueltas con cone­
xiones tomadas vertícálmente desde cada extremo a un ge­
nerador de alta frecuencia 7. La bobina 4 puede ser lige-
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ramentemés pequeña en diámetro que el disco 1 y puede 
estar dispuesta en forma conocida de modo que las espi­
ras exteriores e stén más alejadas del disco que'las in­
teriores a fin de evitar el calentamiento indebido del 
borde del disco.

Los discos rectificadores tienen general­
mente un orificio central 18 y puede ser conven!ente- 
formar la bobina de modo que tenga una abertura central 
y colocar un pequeño disco de cobre encima del orificio 
central 13 en el disco para cubrir la parte del disco 
que circunda el orificio 13) evitando el efecto de cal­
deo de la bobina.

la bobina 4 al ser excitada por el generador 
de alta frecuencia 7, calentará el disco 1 por efectos 
de inducción a una temperatura que puede ser controlada 
dentro de un margen requerido, calentándose el selenio 
por conducción del disco de metal.

La temperatura del disco y el período de 
caldeo se controla de modo que se caliente por completo 
el selenio a una temperatura de aproximédamente 13 5 s a 
140SC. El margen exacto puede depender de la clase de 
selenio pero es el margen dentro del cual el polvo del 
seüenio se reblandece y forma una masa pastosa que puede 
ser prensada para formar una capa sólida coherente.

Cuando se termina el caldeo, el disco se 
transfiere a la matriz inferior 8, fig. 2, de una pren­
sa, por ejemplo, una prensa de cinco toneladas, adecuada 
para prensa/el selenio reblandecido para formar una capa
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sálica coherente. La matriz inferior 8 que preferiblemen­
te se caliente a ana temperatura del orden de 50SC, aun­
que la temperatura no es en ningbu modo crítica, tiene 
un entrante circular 10 de diámetro tal que un disco ca­
lentado encaja con exactitud en la misma, y de una pro­
fundidad igual al grueso total requerido para el disco 
más la capa de selenio una vez prensada. Se provee un 
pasador de colocación 9 adaptado para pasar a través del 
orificio central del disco y para entrar en un orificio 
de posición en la matriz superior 12. También se provee 
un entrante 11 para la matriz superior 32.

La superficie del entrante 10 en la super­
ficie inferior de la matriz superior 12, tienen un baño 
de cromo.

3La prensa es accionada, comprimiendo la ma­
triz superior la capa medida de selenio para formar una 
capa coherente del espesor requerido. Una pequeña canti­
dad de selenio sobrante formaré una rebaba en el orificio 
central, que se puede quitar y donde no tiene importancia.

Se abre entonces la prensa y se saca el disco

Se podría utilizar calentamiento dieléctri­
co en vez de calentamiento por inducción.

Queda t ambién dentro del alcance del invento 
el calentar el polvo de selenio depositado sobre la pla­
ca base o disco colocando la placa base sobre una placa 
caliente, disponiéndose la temperatura de la placa y el 
período de calentamiento para calentar el selenio al estado 
reblandecido.
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Es naturalmente posible disponer el calen­
tamiento y/o prensado de varias placas de cualquier forma 
que se desee simultáneamente, o formar una capa de sele- 
nio sobre una tira de metal de la cual se pueden cortar 
después o matrizar varias placas.

Con cualquiera de estas variantes del in­
vento se obtiene un ahorep de tiempo substancial sobre 
el requerido cuando se aplica simultáneamente calor y 
presión en una prensa.

Este invento corresponde a una solicitud 
de Patente formulada en Inglaterra el 2 de Noviembre 
de 1944 señalada con el N9. 21461-44 y se acoge, por 
lo tanto, a los beneficios que otorgan los convenios in­
ternacionales vigentes.

---------------------------NOTA-------------------------

Los puntos de invención propia y nueva que 
se presentan para que sean objeto de esta Patente de Vein­
te Años, son los siguientes:

1.- Un procedimiento de fabricación de rec­
tificadores de selenio o fotocélulas que incluye las ope­
raciones siguientes:

(a) ,- Depositar polvo de selenio sobre una 
placa base, tira o similar.

(b) .- Calentar el polvo de selenio hasta 
que se ablanda, (aproximádamente 135 a 140^0).
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(c).- Colocar la placa báse, tira o simi­

lar en una prensa y prensar elselenio mientras está 
aún blando, formando una capa coherente de espesor uni­
forme.

2. - Un procedimiento según el puntoá., en 
el que el polvo de selenio se calienta por medio de co­
rrientes de alta frecuencia.

3. - Un procedimiento según el punto 2, en 
el que se calienta elselenio por conducciónde la pla­
ca base, tira o similar, que es calentada por calor de 
inducción.

4. - Un procedimiento según el punto 3 en el 
que la placa base, tira o similar cubierta con polvo se 
coloca sobre una tira aislada térmica y eléctricamente
y una bobina de caldeo por alta frecuencia de tamaño y 
forma adécuados, se coloca cerca de la placa a fin de ca­
lentar la placa por corrientes inducidas.

5. - Un procedimiento según el punto 1 en 
el que la placa cubierta de polvo de selenio se coloca 
sobre una placa caliente para calentar la placa base y
polvo al margen de temperatura requerido para ablandar 
el polvo.

6.- Un procedimiento según cualquiera de 
los puntos precedentes y en el que el ssleaio reblandecido 
se prensa para formar una capa coherente por prensado én 
un par de matrices esencialmente como se ha descrito con 
referencia a la fig. 2 de los adjuntos dibujos.



7.- Un procedimiento según cualquiera de
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los puntos precedentes para recubrir de selenio una pla­
ca base, tira o similar.

los puntos 1 a 6 para producir un rectificador de sele­
nio o fotocélula.

9.- Procedimiento de fabricación de recti­
ficadores de selenio.

Tal y como se ha descrito en la Memoria 
que antecede, representado en los dibujos que se acom­
pañan y a los fines especificados.

Esta Memoria consta de 8 hojas escritas 
Por una sola cara.

8.- Un procedimiento según cualquiera de
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